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Tabela 1. Pomiar zaleŜności parametrów [h] od wartości prądu I C,
 przy UCE = .................................

IC [mA]

h11e [Ω]

h12e [V/V]

h21e [A/A]

h22e [S]

Tabela 2. Pomiar zaleŜności parametrów [h]  od wartości napięcia UCE,
 przy I C = .................................

UCE [V]

h11e [Ω]

h12e [V/V]

h21e [A/A]

h22e [S]
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Tabela 3. Pomiar wpływu rezystancji RB na czasy przełączania tranzystora,
 przy RL = .................

RB [kΩ]

td[ns]

tr[ns]

tON[ns]

ts[ns]

tf[ns]

tOFF[ns]

Tabela 4. Pomiar wpływu rezystancji RL na czasy przełączania tranzystora,
przy RB = .................

RL [kΩ]

td[ns]

tr[ns]

tON[ns]

ts[ns]

tf[ns]

tOFF[ns]

Tabela 5. Pomiar wpływu napięcia UCE na czasy przełączania tranzystora.
RB = ................., RL = .................

UCE [V]

td[ns]

tr[ns]

tON[ns]

ts[ns]

tf[ns]

tOFF[ns]
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Opracowanie wyników.

1. Wykreślić przebiegi parametrów macierzy [h] w funkcji prądu IC (oraz napięcia UCE).

2. Porównać otrzymane wykresy z przebiegami teoretycznymi.

3. Wyjaśnić, dlaczego występuje zaleŜność poszczególnych parametrów macierzy [h] od prądu

kolektora IC oraz napięcia UCE.

4. Wykreślić zaleŜności tON  i tOFF w funkcji rezystancji RB w obwodzie bazy.

5. Wykreślić zaleŜności tON  i tOFF w funkcji obciąŜenia RL.

6. Wykreślić zaleŜności tON  i tOFF w funkcji napięcia UCE.

7. Wyjaśnić wpływ elementów RB, RL, UCE, C, D na czasy przełączania tranzystora.

Do sprawozdania naleŜy dołączyć sporządzone wykresy, przykładowe obliczenia

oraz wnioski.


